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Abstract (en)
The ion source has a pref. cylindrical housing (1) contg. an anode (2), magnetic coil (3) and an aperture system forming part of a gas conducting
system. The coil is centrally mounted on one axial end of the housing so its magnetic field diverges towards the anode, which is outside the strong
field region. The other housing end is a cover with a central ion outlet (6). The anode is an annular water-cooled tube anode with inner dia. greater
than the ion outlet, which forms a stop. The gas conducting system has a working gas inlet in the base (8) or housing casing near the coil. The gas
stop system has a stop ring (5) facing the anode with a gas tight attachment to the inner housing wall and a central stop plate (4)facing the coil. A
cathode (12) outside the housing is mounted outside the optical line between the anode and ion outlet, pref. on the housing top (10).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine lonenquelle, insbesondere zur Erzeugung von lonenstrahlen fur die ionengestitzte Abscheidung von Schichten
im Vakuum, z. B. zur Herstellung von optischen Schichten mit hohen Gebrauchseigenschaften, wie Mehrfach-Interferenzschichten. Die
erfindungsgemane lonenquelle weist ein vorzugsweise zylindrisches Gehause (1) auf, in dem eine Anode (2), eine Magnetfeldquelle, insbesondere
eine Magnetspule (3), und zwischen beiden ein Blendensystem eines Gasleitsystems angeordnet sind. Die Katode (12) befindet sich auBerhalb
des Gehauses (1) und auBerhalb der optischen Linie zwischen der Anode (2) und der lonenstrahl-Austrittséffnung (6), vorzugsweise auf der
Gehauseabdeckung (10). Die Anode (2) hat die Form einer ringférmigen wassergekihlten Rohranode, deren innerer Durchmesser gréBer ist, als
der Durchmesser des lonenstrahl-Austrittséffnung (6). Das Gasblendensystem besteht aus einem zur Anode (2) gerichteten kreisringférmigem
Blendenring (5) und einer zur Magnetspule gerichteten zentrischen Blendenplatte (4). <IMAGE>
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